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(54)【発明の名称】 連続ドメイン反転ＴＮ液晶表示装置およびその製造方法

(57)【要約】
【課題】  広い視野角と優れた透過率を有する連続ドメ
イン反転ＴＮ液晶表示装置およびその製造方法を提供す
る。
【解決手段】  第１基板１０と、非矩形の第１基板の内
側に形成された第１電極１２と、第１電極上に形成され
た第１配向層１８と、その内側が第１基板の内側に対す
る第２基板２０と、第２基板の内側に形成された第２電
極２２と、第２電極上に形成された第２配向層２８と、
第１基板と第２基板の間に形成されて、ｄがセルギャッ
プで、２ｄ<ｐ<８ｄのカイラルピッチを有するカイラル
剤が混入された、負の誘電率異方性を含む液晶性分子を
有する液晶膜３０と、第１基板の外側に設けられた第１
偏光板１６と、第２基板の外側に設けられた第２偏光板
２６と、第２偏光板と第２基板の間に設けられた光学補
償膜２９とを含むことを特徴とする。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】  第１基板と、前記第１基板の内側に形成
された非矩形の第１電極と、前記第１電極上に形成され
た第１配向層と、その内側が前記第１基板の内側に対す
る第２基板と、前記第２基板の内側に形成された第２電
極と、前記第２電極上に形成された第２配向層と、前記
第１基板と前記第２基板の間に形成されて、ｄがセルギ
ャップで、２ｄ<ｐ<８ｄのカイラルピッチを有するカイ
ラル剤が混入された、負の誘電率異方性を含む液晶性分
子を有する液晶膜と、前記第１基板の外側に設けられた
第１偏光板と、前記第２基板の外側に設けられた第２偏
光板と、前記第２偏光板と前記第２基板の間に設けられ
た光学補償膜とを含むことを特徴とする連続ドメイン反
転ＴＮ液晶表示装置。
【請求項２】  前記第１電極の電圧が能動素子により制
御される請求項１記載の連続ドメイン反転ＴＮ液晶表示
装置。
【請求項３】  前記能動素子が薄膜トランジスタである
請求項２記載の連続ドメイン反転ＴＮ液晶表示装置。
【請求項４】  第１基板と、前記第１基板の内側に形成
されて、対称突起がその上に形成された第１電極と、前
記第１電極上および前記対称突起上に形成された第１配
向層と、その内側が前記第１基板の内側に対する第２基
板と、前記第２基板の内側に形成された第２電極と、前
記第２電極上に形成された第２配向層と、前記第１基板
と前記第２基板の間に形成されて、ｄがセルギャップ
で、２ｄ<ｐ<８ｄのカイラルピッチを有するカイラル剤
が混入された、負の誘電率異方性を含む液晶性分子を有
する液晶膜と、前記第１基板の外側に設けられた第１偏
光板と、前記第２基板の外側に設けられた第２偏光板
と、前記第２偏光板と前記第２基板の間に設けられた光
学補償膜とを含むことを特徴とする連続ドメイン反転Ｔ
Ｎ液晶表示装置。
【請求項５】  第１基板と、前記第１基板の内側に形成
された第１電極と、前記第１電極上に形成された第１配
向層と、その内側が前記第１基板の内側に対する第２基
板と、前記第２基板の内側に形成されて、突起がその中
央に形成された第２電極と、前記第２電極上および前記
突起上に形成された第２配向層と、前記第１基板と前記
第２基板の間に形成されて、ｄがセルギャップで、２ｄ
<ｐ<８ｄのカイラルピッチを有するカイラル剤が混入さ
れた、負の誘電率異方性を含む液晶性分子を有する液晶
膜と、前記第１基板の外側に設けられた第１偏光板と、
前記第２基板の外側に設けられた第２偏光板と、前記第
２偏光板と前記第２基板の間に設けられた光学補償膜と
を含むことを特徴とする連続ドメイン反転ＴＮ液晶表示
装置。
【請求項６】  （i）第１電極を第１基板の内側に形成
して、前記第１電極上に対称突起を形成するステップ
と、（ii）第１配向層を前記第１電極上および前記対称*
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*突起上に塗布するステップと、（iii）第２電極を第２
基板上に形成するステップと、（iv）第２配向層を第２
電極上に塗布するステップと、（v）前記第１基板の内
側と前記第２基板の内側を合わせて、前記第１基板と前
記第２基板を貼り合わせるステップと、（vi）負の誘電
率異方性を含む液晶性分子を有する液晶層にカイラル剤
を加えて、前記液晶層を前記第１基板と前記第２基板の
間に形成するステップと、（vii）第１偏光板と第２偏
光板をそれぞれ、前記第１基板と前記第２基板の外側に
設けるステップと、（viii）光学補償膜を前記第２偏光
板と前記第２基板の間に設けるステップとを含むことを
特徴とする連続ドメイン反転ＴＮ液晶表示装置の製造方
法。
【請求項７】  （i）第１電極を第１基板の内側に非矩
形に形成するステップと、（ii）第１配向層を前記第１
電極上に塗布するステップと、（iii）第２電極を第２
基板上に形成するステップと、（iv）第２配向層を前記
第２電極上に塗布するステップと、（v）前記第１基板
の内側と前記第２基板の内側を合わせて、前記第１基板
と前記第２基板を貼り合わせるステップと、（vi）負の
誘電率異方性を含む液晶性分子を有する液晶層にカイラ
ル剤を加えて、前記液晶層を前記第１基板と前記第２基
板の間に形成するステップと、（vii）第１偏光板と第
２偏光板をそれぞれ、前記第１基板と前記第２基板の外
側に設けるステップと、（viii）光学補償膜を前記第２
偏光板と前記第２基板の間に設けるステップとを含むこ
とを特徴とする連続ドメイン反転ＴＮ液晶表示装置の製
造方法。
【請求項８】  （i）第１電極を第１基板の内側に形成
するステップと、（ii）第１配向層を前記第１電極上に
塗布するステップと、（iii）第２電極を第２基板上に
形成して、突起を前記第２電極の中央に形成するステッ
プと、（iv）第２配向層を前記第２電極上および前記突
起上に塗布するステップと、（v）前記第１基板の内側
と前記第２基板の内側を合わせて、前記第１基板と前記
第２基板を貼り合わせるステップと、（vi）負の誘電率
異方性を含む液晶性分子を有する液晶層にカイラル剤を
加えて、前記液晶層を前記第１基板と前記第２基板の間
に形成するステップと、（vii）第１偏光板と第２偏光
板をそれぞれ、前記第１基板と前記第２基板の外側に設
けるステップと、（viii）光学補償膜を前記第２偏光板
と前記第２基板の間に設けるステップとを含むことを特
徴とする連続ドメイン反転ＴＮ液晶表示装置の製造方
法。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】この発明は、連続ドメイン反
転ＴＮ液晶表示装置およびその製造方法に関する。
【０００２】
【従来の技術】液晶表示装置に応用する広視野角技術に
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3
は、横電界スイッチング（ＩＰＳ）モード、垂直配向
（ＶＡ）モード、そして補償膜を加えたねじれネマティ
ック（ＴＮ）モードなどがある。現在のところ、日本の
Ｆ社が提供のＭＶＡ（multi-domain vertical aligne
d）モードと、韓国のＳ社が提供のＰＶＡ（pattern ver
tical aligned）モードが市場のほとんどを占めてい
る。従来のこれら２つの技術は、液晶表示装置の各画素
中にマルチドメインを形成して広視野角の効果を提供し
ていたが、隣り合う２個のドメイン間に暗線あるいはド
メインの境界が出現した。そして、このようなディスク
リネーションラインは表示品質と液晶表示装置の反応時
間を低下させた。ＩＰＳモードにおいては、金属電極が
存在するため透過率は理想的でなく、チルトしたディス
コティックＬＣ補償板のＴＮ型液晶表示装置において
は、グレイスケール反転がまだ低視野角に発生してい
た。
【０００３】
【発明が解決しようとする課題】そこで、従来の技術の
欠点を克服するために、この発明の目的は、広い視野角
と優れた透過率を有する連続ドメイン反転ＴＮ液晶表示
装置およびその製造方法を提供することである。
【０００４】この発明において、電界を加えた後、液晶
性分子は対称配向してＴＮ液晶と同じ機能を達成するこ
とができる。
【０００５】
【課題を解決するための手段】上記目的を達成するた
め、請求項１に係る連続ドメイン反転ＴＮ液晶表示装置
の発明は、第１基板と、第１基板の内側に形成された非
矩形の第１電極と、第１電極上に形成された第１配向層
と、その内側が第１基板の内側に対する第２基板と、第
２基板の内側に形成された第２電極と、第２電極上に形
成された第２配向層と、第１基板と第２基板の間に形成
されて、ｄがセルギャップで、２ｄ<ｐ<８ｄのカイラル
ピッチを有するカイラル剤が混入された、負の誘電率異
方性を含む液晶性分子を有する液晶膜と、第１基板の外
側に設けられた第１偏光板と、第２基板の外側に設けら
れた第２偏光板と第２偏光板と第２基板の間に設けられ
た光学補償膜とを含むことを特徴とする。請求項２に係
る連続ドメイン反転ＴＮ液晶表示装置の発明は、請求項
１において、第１電極の電圧が能動素子により制御され
ることを特徴とする。請求項３に係る連続ドメイン反転
ＴＮ液晶表示装置の発明は、請求項２において、能動素
子が薄膜トランジスタであることを特徴とする。
【０００６】請求項４に係る連続ドメイン反転ＴＮ液晶
表示装置の発明は、第１基板と、第１基板の内側に形成
されて、対称突起がその上に形成された第１電極と、第
１電極上および対称突起上に形成された第１配向層と、
その内側が第１基板の内側に対する第２基板と、第２基
板の内側に形成された第２電極と、第２電極上に形成さ
れた第２配向層と、第１基板と第２基板の間に形成され
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て、ｄがセルギャップで、２ｄ<ｐ<８ｄのカイラルピッ
チを有するカイラル剤が混入された、負の誘電率異方性
を含む液晶性分子を有する液晶膜と、第１基板の外側に
設けられた第１偏光板と、第２基板の外側に設けられた
第２偏光板と、第２偏光板と第２基板の間に設けられた
光学補償膜とを含むことを特徴とする。
【０００７】請求項５に係る連続ドメイン反転ＴＮ液晶
表示装置の発明は、第１基板と、第１基板の内側に形成
された第１電極と、第１電極上に形成された第１配向層
と、その内側が第１基板の内側に対する第２基板と、第
２基板の内側に形成されて、突起がその中央に形成され
た第２電極と、第２電極上および突起上に形成された第
２配向層と、第１基板と第２基板の間に形成されて、ｄ
がセルギャップで、２ｄ<ｐ<８ｄのカイラルピッチを有
するカイラル剤が混入された、負の誘電率異方性を含む
液晶性分子を有する液晶膜と、第１基板の外側に設けら
れた第１偏光板と、第２基板の外側に設けられた第２偏
光板と、第２偏光板と第２基板の間に設けられた光学補
償膜とを含むことを特徴とする。
【０００８】請求項６に係る連続ドメイン反転ＴＮ液晶
表示装置の製造方法の発明は、（i）第１電極を第１基
板の内側に形成して、第１電極上に対称突起を形成する
ステップと、（ii）第１配向層を第１電極上および対称
突起上に塗布するステップと、（iii）第２電極を第２
基板上に形成するステップと、（iv）第２配向層を第２
電極上に塗布するステップと、（v）第１基板の内側と
第２基板の内側を合わせて、第１基板と第２基板を貼り
合わせるステップと、（vi）負の誘電率異方性を含む液
晶性分子を有する液晶層にカイラル剤を加えて、液晶層
を第１基板と第２基板の間に形成するステップと、（vi
i）第１偏光板と第２偏光板をそれぞれ、第１基板と第
２基板の外側に設けるステップと、（viii）光学補償膜
を第２偏光板と第２基板の間に設けるステップとを含む
ことを特徴とする。
【０００９】請求項７に係る連続ドメイン反転ＴＮ液晶
表示装置の製造方法の発明は、（i）第１電極を第１基
板の内側に非矩形に形成するステップと、（ii）第１配
向層を第１電極上に塗布するステップと、（iii）第２
電極を第２基板上に形成するステップと、（iv）第２配
向層を第２電極上に塗布するステップと、（v）第１基
板の内側と第２基板の内側を合わせて、第１基板と第２
基板を貼り合わせるステップと、（vi）負の誘電率異方
性を含む液晶性分子を有する液晶層にカイラル剤を加え
て、液晶層を第１基板と第２基板の間に形成するステッ
プと、（vii）第１偏光板と第２偏光板をそれぞれ、第
１基板と第２基板の外側に設けるステップと、（viii）
光学補償膜を第２偏光板と第２基板の間に設けるステッ
プとを含むことを特徴とする。
【００１０】請求項８に係る連続ドメイン反転ＴＮ液晶
表示装置の製造方法の発明は、（i）第１電極を第１基
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板の内側に形成するステップと、（ii）第１配向層を第
１電極上に塗布するステップと、（iii）第２電極を第
２基板上に形成して、突起を第２電極の中央に形成する
ステップと、（iv）第２配向層を第２電極上および突起
上に塗布するステップと、（v）第１基板の内側と第２
基板の内側を合わせて、第１基板と第２基板を貼り合わ
せるステップと、（vi）負の誘電率異方性を含む液晶性
分子を有する液晶層にカイラル剤を加えて、液晶層を第
１基板と第２基板の間に形成するステップと、（vii）
第１偏光板と第２偏光板をそれぞれ、第１基板と第２基
板の外側に設けるステップと、（viii）光学補償膜を第
２偏光板と第２基板の間に設けるステップとを含むこと
を特徴とする。
【００１１】前記のようにこの発明は反転ＴＮ液晶を使
用する。液晶にカイラル剤が混入されているため電界が
加えられていない時、液晶性分子は垂直配向となり、外
部電界が加えられている時、液晶性分子の配向はＴＮ液
晶と同じとなる。そして、画素中の液晶性分子の円形対
称連続ドメインを形成するために、この発明は楕円形や
円形のような非矩形の画素電極を提供し、画素電極中に
対称突起を形成して液晶性分子のプレチルトを強化す
る。
【００１２】
【発明の実施の形態】以下、この発明にかかる好適な実
施形態をいくつか図面に基づいて説明する。
【００１３】図１は第１の実施形態を示し、この実施形
態では連続ドメイン反転ＴＮ液晶表示装置が、第１基板
１０と、第１基板１０の内側に形成された第１電極１２
と、第１電極１２上に形成された対称突起１４と、第１
電極１２と対称突起１４上に形成された第１配向層１８
と、その内側が第１基板１０の内側に対する第２基板２
０と、第２基板２０の内側に形成された第２電極２２
と、第２電極２２上に形成された第２配向層２８と、カ
イラル剤が混入されて第１基板１０と第２基板２０の間
に形成される液晶層３０を含む液晶性分子を有する液晶
膜３０と、第１基板１０の外側に設置された第１偏光板
１６と、第２基板２０の外側に設置された第２偏光板２
６と、第２偏光板２６と第２基板２０の間に設けられた
光学補償膜２９とを含む。
【００１４】図２は、図１に示す液晶表示装置における
下プレートの平面図である。
【００１５】この実施形態の液晶表示装置の製造方法は
次のステップを含む。
（i）第１基板１０の内側に第１電極１２を形成して、
第１電極１２上に対称突起１４を形成するステップ。
（ii）第１配向層１８を第１電極１２と対称突起１４の
上に塗布するステップ。（iii）第２基板２０の内側に
第２電極２２を形成するステップ。（iv）第２配向層２
８を第２電極２２上に塗布するステップ。（v）第１基
板１０の内側と第２基板２０の内側を合わせて、第１基
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板１０を第２基板２０に貼るステップ。（vi）負の誘電
率異方性を含む液晶性分子を有する液晶層３０にカイラ
ル剤を混入して、液晶層３０を第１基板１０と第２基板
２０の間に形成するステップ。（vii）第１偏光板１６
と第２偏光板２６をそれぞれ、第１基板１０と第２基板
２０の外側に設置するステップ。（viii）光学補償膜２
９を第２偏光板２６と第２基板２０の間に設けるステッ
プ。
【００１６】図３は第２の実施形態を示し、この実施形
態では連続ドメイン反転ＴＮ液晶表示装置が、第１基板
１０と、第１基板１０の内側に形成された第１電極１２
と、第１電極１２上に形成された第１配向層１８と、そ
の内側が第１基板１０の内側に対する第２基板２０と、
第２基板２０の内側に形成された第２電極２２と、第２
電極２２の中央に形成された突起２４と、第２電極２２
と突起２４の上に形成された第２配向層２８と、負の誘
電率異方性を含む液晶性分子を有して、カイラル剤が混
入されて第１基板１０と第２基板２０の間に形成された
液晶層３０と、第１基板１０の外側に設けられた第１偏
光板１６と、第２基板２０の外側に設けられた第２偏光
板２６と、第２偏光板２６と第２基板２０の間に設けら
れた光学補償膜２９とを含む。
【００１７】図４は、図３に示す液晶表示装置における
上プレートの平面図である。
【００１８】この実施形態の液晶表示装置の製造方法は
次のステップを含む。
（i）第１電極１２を第１基板１０の内側に形成するス
テップ。（ii）第１配向層１８を第１電極１２上に塗布
するステップ。（iii）第２電極２２を第２基板２０上
に形成して、突起２４を第２電極２２の中央に形成する
ステップ。（iv）第２配向層２８を第２電極２２と突起
２４の上に塗布するステップ。（v）第１基板１０の内
側と第２基板２０の内側を合わせて、第１基板１０と第
２基板２０を貼り合わせるステップ。（vi）負の誘電率
異方性を含む液晶性分子を有する液晶層３０にカイラル
剤を加えて、液晶層３０を第１基板１０と第２基板２０
の間に形成するステップ。（vii）第１偏光板１６と第
２偏光板２６をそれぞれ、第１基板１０と第２基板２０
の外側に設けるステップ。（viii）光学補償膜２９を第
２偏光板２６と第２基板２０の間に設けるステップ。
【００１９】図５は第３の実施形態を示し、この実施形
態では連続ドメイン反転ＴＮ液晶表示装置が、第１基板
１０と、第１基板１０の内側に形成された非矩形の第１
電極１２と、第１電極１２上に形成された第１配向層１
８と、その内側が第１基板１０の内側に対する第２基板
２０と、第２基板２０の内側に形成された第２電極２２
と、第２電極２２上に形成された第２配向層２８と、負
の誘電率異方性を含む液晶性分子を有して、カイラル剤
が混入されて第１基板１０と第２基板２０の間に形成さ
れた液晶膜３０と、第１基板１０の外側に設けられた第
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7
１偏光板１６と、第２基板２０の外側に設けられた第２
偏光板２６と、第２偏光板２６と第２基板２０の間に設
けられた光学補償膜２９とを含む。
【００２０】図６は、図５に示す液晶表示装置における
下プレートの平面図である。
【００２１】この実施形態の液晶表示装置の製造方法は
次のステップを含む。
（i）第１電極１２を第１基板１０の内側に形成して、
その第１電極１２が非矩形に形成されるステップ。（i
i）第１配向層１８を第１電極１２上に塗布するステッ
プ。（iii）第２電極２２を第２基板２０上に形成する
ステップ。（iv）第２配向層２８を第２電極２２上に塗
布するステップ。（v）第１基板１０の内側と第２基板
２０の内側を合わせて、第１基板１０と第２基板２０を
貼り合わせるステップ。（vi）負の誘電率異方性を含む
液晶性分子を有する液晶層３０にカイラル剤を加えて、
その液晶層３０を第１基板１０と第２基板２０の間に形
成するステップ。（vii）第１偏光板１６と第２偏光板
２６をそれぞれ、第１基板１０と第２基板２０の外側に
設けるステップ。（viii）光学補償膜２９を第２偏光板
２６と第２基板２０の間に設けるステップ。
【００２２】図７に示すように、第３の実施形態のステ
ップ（i）において、ＩＴＯ電極４４を基板４０上の画
素４２中で非矩形に形成する。例えば、画素が正方形の
場合はＩＴＯ電極を円形にして、画素が長方形の場合は
ＩＴＯ電極を楕円形にする。そしてＩＴＯ電極の電圧は
薄膜トランジスタなどの能動素子４６により制御され
る。
【００２３】図８は第４の実施形態を示し、この実施形
態では第２電極２２の中央に突起２４を形成して、液晶
性分子にプレチルト方向を提供する以外は第１の実施形
態と似ている。図９と図１０はそれぞれ、液晶表示装置
の上プレートと下プレートを示す平面図である。
【００２４】他の実施形態では、その第１電極１２が第
３の実施形態に示されるように非矩形に形成されること
を除いて、第１、第２、そして第４の実施形態と似てい
る。
【００２５】上で述べた製造方法では、液晶性分子の配
向のラビングをおこなうステップがなく、液晶性分子は
対称突起の付近でプレチルト方向に配向して、液晶性分
子のプレチルト角度は約９０度である。
【００２６】上で述べた実施形態において、カイラル剤
のピッチはセルギャップの２倍以上、かつ８倍以下であ
る。そして、第１電極１２と第２電極２２はともにＩＴ
Ｏ電極である。
【００２７】図１１に示すように、外部電界を加える
と、同じ層において液晶性分子が突起およびＩＴＯ電極
の電界分布により連続して放射状に配向する。Ｚ軸に沿
う液晶性分子の配向は図１２に示すように、ねじれ角度
が９０度のねじれ配向である。そのため、液晶性分子と*
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*偏光板の角度がどうであれ、高い透過率を得ることがで
きる。不透明部分は全体画素の中央部分だけで、それは
液晶性分子配向の特異点である。そのため、この発明の
連続ドメイン反転ＴＮ液晶表示装置はＴＮモード液晶表
示装置と同様の高い透過率を達成することができる。そ
して図１１において、液晶性分子の配向は円形対称であ
るため、この発明の連続ドメイン反転ＴＮ液晶表示装置
は広視野角を有する。
【００２８】上で述べた実施形態の連続ドメイン反転Ｔ
Ｎ液晶表示装置はこの発明の特徴を説明するのに使用し
ただけであるため、基本的な構成だけが含まれている。
実際、液晶材料に使用する液晶がカイラル剤を加えた負
の誘電率異方性を有する液晶性分子を含んでいる場合、
この発明はあらゆる連続ドメイン反転ＴＮ液晶表示装置
の構造に応用することができる。
【００２９】以上のごとく、この発明を好適な実施形態
によりいくつか開示したが、もとより、この発明を限定
するためのものではなく、同業者であれば容易に理解で
きるように、この発明の技術思想の範囲において、適当
な変更ならびに修正が当然なされうるものであるから、
その特許権保護の範囲は、特許請求の範囲および、それ
と均等な領域を基準として定めなければならない。
【００３０】
【発明の効果】上記構成により、この発明は、下記のよ
うな優れた効果がある。すなわち、この発明は、液晶性
分子の配向が円形対称であるために広視野角を有する。
また外部電界を液晶に加えると、ＴＮ液晶と同じように
液晶性分子が配向するために、連続ドメイン反転ＴＮ液
晶表示装置の透過率が高くなる。そのため産業上の利用
価値が高い。
【図面の簡単な説明】
【図１】この発明の第１の実施形態にかかる連続ドメイ
ン反転ＴＮ液晶表示装置の断面図である。
【図２】図１の液晶表示装置における下プレートの平面
図である。
【図３】第２の実施形態にかかる連続ドメイン反転ＴＮ
液晶表示装置の断面図である。
【図４】図３の液晶表示装置における下プレートの平面
図である。
【図５】第３の実施形態にかかる連続ドメイン反転ＴＮ
液晶表示装置の断面図である。
【図６】図５の液晶表示装置における下プレートの平面
図である。
【図７】連続ドメイン反転ＴＮ液晶表示装置に使用され
る透明電極の斜視図である。
【図８】第４の実施形態にかかる連続ドメイン反転ＴＮ
液晶表示装置の断面図である。
【図９】図８の液晶表示装置における上プレートの平面
図である。
【図１０】図８の液晶表示装置における下プレートの平



(6) 特開２００２－２１４６４７

10

9
面図である。
【図１１】連続ドメイン反転ＴＮ液晶表示装置中の液晶
性分子の配向を示す図である。
【図１２】電界が加えられた時の、連続ドメイン反転Ｔ
Ｎ液晶表示装置中のｚ軸に沿って配向した液晶性分子を
示す図である。
【符号の説明】
１０  第１基板
１２  第１電極
１４  対称突起
２４  対称突起
１６  第１偏光板 *
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*１８  第１配向層
２０  第２基板
２２  第２電極
２６  第２偏光板
２８  第２配向層
２９  光学補償膜
３０  液晶層
４０  基板
４２  画素
４４  ＩＴＯ電極
４６  能動素子

【図１】 【図２】

【図３】

【図４】

【図５】

【図６】

【図７】 【図９】



(7) 特開２００２－２１４６４７

【図８】 【図１０】 【図１１】

【図１２】



专利名称(译) 连续畴反转TN液晶显示装置及其制造方法

公开(公告)号 JP2002214647A 公开(公告)日 2002-07-31

申请号 JP2001293119 申请日 2001-09-26

[标]申请(专利权)人(译) 财团法人工业技术研究院

申请(专利权)人(译) 财団法人工业技术研究院

[标]发明人 荘立聖
陳慶逸

发明人 荘 立聖
陳 慶▼逸▲

IPC分类号 G02F1/1333 G02F1/1337 G02F1/137 G02F1/139

CPC分类号 G02F1/133707 G02F1/1396 G02F2001/13712

FI分类号 G02F1/139 G02F1/1337

F-TERM分类号 2H088/GA17 2H088/HA08 2H088/HA16 2H088/HA18 2H088/JA05 2H088/KA12 2H088/KA27 2H088
/MA06 2H088/MA07 2H090/HD14 2H090/LA06 2H090/LA09 2H090/MA17 2H290/AA34 2H290/AA37 
2H290/BB22 2H290/BB33 2H290/BB84 2H290/BB91

优先权 089128291 2000-12-29 TW

外部链接 Espacenet

摘要(译)

解决的问题：提供一种视角宽且透射率优异的连续畴反转TN液晶显示装
置及其制造方法。 解决方案：第一基板10，在非矩形第一基板内部形成
的第一电极12，在第一电极上形成的第一取向层18和第一基板内部 相对
于内侧的第二基板20，形成在第二基板内部的第二电极22，形成在第二
电极上并形成在第一基板和第二基板之间的第二取向层28。 D是单元间
隙，液晶膜30具有在第一基板的外侧与具有2d ＜p ＜8d的手性间距的手
性试剂混合的具有负的介电各向异性的液晶分子。 设置有第一偏振片
16，设置在第二基板的外侧的第二偏振片26，以及设置在第二偏振片与
第二基板之间的光学补偿膜29。 和

https://share-analytics.zhihuiya.com/view/6e246c7e-1522-4c9a-b74a-e996c5a46127
https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/021662559/publication/JP2002214647A?q=JP2002214647A

